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J.W.BARAN, J. KEDZIERSKI,Z. RASZEWSKI, J. ZMIJA: Dynamiczna metoda wyznaczania dwdojfomnosci
substancyi ciekfokrystalicznych

W pracy opisano metode i uktad pomiarowy do wyznaczania dwojtomnosci (anizotropii wspotczynnika
zatamania) substanciji ciektokrystalicznych. Jest ona modyfikacja metody ciektokrystalicznego klinainter-
ferencyjnego i polega na pomiarze zmian odlegtosci miedzyprazkowych przy monotonicznej zmianie
temperatury probki lub dtugosci fali uzytego swiatta. Opisang metoda przeprowadzono pomiary dla
MBBA (dla p-n-metoksybenzylideno-p-butyloaniliny) i porownano je z wynikami innych autorow.

J. PIOTROWSKI, H. POLAKOWSKI: Zastosowanie warstw (Cd, Hg/Te do konstrukcji mozaik detektorow

fotoprzewodzacych

Badano przydatnosc cienkich warstw Cd. Hu.,r_ Te do konstrukcji mozaikowych detektorow fotoprzewo-

dzacych.

Warstwy te otrzymywano metoda izotermicznego osadzania tellurku rteciowego na uprzednio wykonane

ptytki CdTe lub cienkie warstwy CdTe nanoszone prozniowo.

Wykazano mozliwosc otrzymania warstw o duzej powierzchni (10™°*m?). dobrych wtasnosciach fotoelek-

trycznych i dostatecznie jednorodnych.

Gradienty potozenia krawedzi absorpcji podstawowe) .__,_.._. nie przekracza|a wartosci 2, 5—\'”"l (przy
= 5 um) co odpowiada gradientowi sktadu wzdtuz pomerzchnl —=+— mniejszemu od 0,1 m‘1 (SdEs

0 26) Warstwy te moga by¢ domieszkowane z jednorodnoscia wzgledna\“ﬁ— okoto 50 m™' (przyn =
021 —1).

Jednorodnosé wzgledna czasu zycia—= C wynosi okoto 80 m~' {przy r = 107%s7"}.

W. RUPNIEWSKI, M. WOJCIK : Metodyka badania warstw epitaksjalnych krzemu za pomocq transmisyj-
nego mikroskopu elektronowego z zastosowaniem map linii Kikuchi

W pracy zamieszczono mape limii Kikuchi, sposob jej wykonania, zasady praktycznego zastosowania
mapy do badania dyslokacji i btedow utozenia obserwowanych za pomoca transmisyjnego mikroskopu
elektronowego w krzemowej warstwie epitaksjalnej o kierunku wzrostu 111

J. BEKISZ, Z. PIETASZEWSKLI: Wplyw warunkow obrobki termicznej na wlasnosci NiO domieszkowa-
nego Li,0

Zbadano wptyw koncentracji Li,O i temperatury spiekania tworzyw termistorowych LiyNi,_y O na rezys-
tywnosé i temperaturowy wspotczynnik rezystancji wykonanych termistorow oraz stabilnosc. ich rezys-
tancji w 120°C.

Stwierdzono, ze zwiekszenie Li,O w NiO powyze] 1% at.Li nie zmienia w sposob zasadniczy parametrow
tworzywa termistorowego.

W zakresie koncentracji Li,O od 0,02 do 1% at.Li uzyskano termistory o rezystywnosci w 25°C od 10° do
10Q cm i temperaturowym wspotczynniku rezystancji w 25°C od -4,5 do -3%/°C.

E. ZALEWSKI, J. CINAK: Otrzymywanie monokrysztalow granatu gadolinowo-galowego metodq Czo-
chralskiego

Granaty gadolinowo-galowe stosuje sie w technice jako materiat podtozowy pod epitaksjalne warstwy
magnetyczne. W pracy opisano otrzymywanie GGG metoda Czochralskiego ze stopione] mieszaniny
tlenkow. Szybko$é krystalizacji wynosita 4-5 mm/h przy 40 obrotach na minute. Otrzymano krysztaty
o srednicy do 3 cm i dtugosci do 7 cm.

J. NOWACK!, M. NAROZNIAK: Hermetyzacja uktfadow hybrydowych na podfozach szklanych i szklano-
-krystalicznych

W artykule omowiono problemy zwigzane z hermetyzacjg ~ metoda prasowania przettoczonego — ukta-
dow hybrydowych na podtozach szklanych i szklano-krystalicznych.
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A. BAPAH, A. KEHA3EPEKW, 3. PAILEBCKW, 0. XMWUA: Juramuyeckuu Memoo onpeoeneHus
08y NnpennoMieHUA WUOKOKDUCMANNUYECKUX eeuiecms

OnucaHa namepuTenbHaA CUCTEMA ANA Y3IMEPEHNA aHN30TPONNK KOIhPNUUMEHTE NPENOMNEHNA
cBETa AMA XUAKOKPUCTANNMYECKUX BEWECTB. ITO MOANGDUKAUMA METOAE XUAKOKpUCTannu4e-
CKOTO UHTEPDEPEHUNOHHOIO KNMHA OCHOBAHA Ha U3MEPEHUN NIMEHEHUA MEXXAYNONOCHbIX pac-
CTOAHWW, OCY LLECTBIIAIOWETOCA NPW MOHOTOHHOM U3MEHEHUWN TeMNepaTypbl 06pa3ua unv anwuHbl
ynotpebnaemoro cseta. YNOMAHYTbIM METOAOM NPOU3BEAEHBI N3MEPEHNA AR XKMAKOKPUCTaN-
nuueckoro MBBA, koTopble 6binn NpoaHann3npoBaHbl U CPABHEHbI C Pe3yNbTaTamMu ApPyTrMx asTo-
pos.

t0. MMOTPOBCKW, X. NONAKOBCKMW: /IpueodHocms croee /Cd, Hg/Te K KOHCTPYKUM MHOFO3NEMEHT-
HbiX (hOTOPEINCTOPHBIX HOTOPEIUCTUBHBIX HOTOPE3IUCTOPOB

Bbinv nposeaexsl nccneaosaHna npuroaHocTy cnoes /Cd, Hg/Te ANA N3roToBNEHNA MHOTG3NEMEHTHBIX
¢ oTOpE3nCTbIBHbIX AeTekTopos. Cnowu CdyHg,-yTe 6b1nu nony4ersl NyTeM M30TEPMUYECKOTO OCaXAe-
HuaHgTe, Ha 3apaHee npurotosnernHole nnactnHkm CdTe, nu ToHkue nneHkn CdTe, nonydverHHble NyTEM
OCaXAEHUA B BAKyyMe.

MNokazaHna BO3MOXHOCTL nonyquvm CNOEB NNOWAALIO U "M 1 ¢ BbICOKOW OAHOPOAHOCTLIO. [paaneHTbl
KPaA OCHOBHOMO NOTMMOWEHNA ~———— HE NEePEeBbLIWAKT BENUYUHbI 2 5-12,? (Aeo = Hum), uto cooTeeTC-
TBYET NPOAOSIbHOMY FPaAVEHTY COCTaBa ‘:i‘_ 0,1m '/x = 0,26). OTHocmen_t.,_Han OAHOPOAHOCTL Nerv-
poaauwn%’i‘ nopsaka 50 m™' (n = 10°'m™?), Bpema xuU3Hn HocuTEnen 2%=  nopanka 80 m! (T=
107%). i

B. PYMHWEBCKW, M. BOULWK: Memoouka uccrnedoearusa anumaxkcuaibHbiX NAeHOK KDeMHUA IF1eK-
MPOHHbLIM MUKPOCKONOM C NDUMEHEHUEM KapMuH AuHuu Kukyyu

B cTatbe npeacTaBneHa kapTMHa NuHMK Knkyyn, MeToa ee KOHCTPYKUMMW, NPAKTUYECKUNE NPUMEHEHWUA ee
B UCCNEAOBAHWAX ANCNOKALUMN U A€ EKTOB yNaKOBKU, UCCNEAOBAHHbIX C NOMOLLLK TPAHCMUCCUOHHOTO
3NEKTPOHHOTO MUKPOCKONA B 3NUTAKCUANbHbIX NNEHKAX KPEMHWUA C HANPaBneHWeM pocTa [11_1] .

A.63KNLW, 3. NEHTAWEBCKW: Brusxue ycnosuu mepmuveckou o6pabomku Ha ceoucmea NiO, nern-
posaHHoro Li,O

WccnenosaHo BnuaHnE koHueHTpaumm Li,O n Temnepatypbl o6xura Tepmuctoposl ix Ni,_xO Ha yaens-
HO€e conpoTuenerme, cTabunbHOCTL 3TOT0 conpotuenervwa npn 120°U v TemnepaTtypHbii KO3 PUUMEHT
CONPOTUBNEHWUA TEPMUCTPOB.

YcranosneHo, uto ysenuuenue Li,O B NiO 6onbiue yemMm Ha 1% aT. Li He MeHAeT, B NnpuHUMNE, NapameTpos
TEPMUCTOPOB.

Ansa koHueHTpauum Li,0 ot 0,02 4o 1% aT. Li nony4eHo TepMUCTOpPSI C conpotuaneHvem npu 25°L ot 10°
go 102 cm u c TemnepartypHbim KoadhduumeHTom conpotusnedma npuw 25°U0 or 45 no
-3% ar.

E. 3ANEBCKW, A.UNHAK: MTonyveHue MOHOKpUCMA/INO08 2QAAUU-2A00/IU HUEEBbIX 2DAHAMO8 N0 Me-
mooy Yoxpanscko2o

[TT ncnonb3yloTcA B8 TEXHUKE HA NOANOXKKWA ANA 3NMUTAKCMaNbHbIX MarHetnyeckuy cnoes. MoHoKkpuc-
Tanno [T 6binn Nnonyyersbl M3 pacnnasa No MeToay Hoxpanbckoro. BelTArMBaHWE NpoBOAMNOCH CO CKO-
pocTbio 4-5 mMm/uac n o6opoTtax 40 muH. [fony4eHbl 06pa3ubl AMameTpom A0 3 CM U ANMHOW A0 7 CM.

A. HOBAUKW, M. HAPOXXHAK: fepmemu3aauus euGpuOHbIX CX@M HO CMEKAHHbIX U CMEKIAHHO-KPUC-
Maniudeckux nooaoX Kax

B cTaThe npeactasneHbl NPo6GNEMBbI, CBA3AHHLIE C FEPMETU3aLEN METOAOM TPAHCHEPHOTO NPECCOBaHNA
rMOPUAHBIX CXEM Ha CTEKNAHHBIX N CTEKNAHHO-KPUCTaNNUYECKNX NOANOKKAX.
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J.W. BARAN, J. KEDZIERSKI, Z. RASZEWSKI, J. ZMIJA: Dynamic optimation method of birefringence of
liquidcristalline substances

The method and the system for measuring dispersion anisotropy of the light refractive indice of nematic
liquid crystals is described. This is a modification of the interference wedge method and consists on the
measurement of the change of the interference fringes seperations caused by monotonic change of tem-*
perature or light wavelength. Using the system described, measurements of 4 nfA) and An(T) for MBBA
were performed. Obtained results were analysed and compared with the literature data.

J. PIOTROWSKI, H. POLAKOWSKI: Application of /Cd, Hg/Te thim film structures to tablication of photo-
conductive detectors arrays

Application of Cd Ha._ Te thin film structures to fabrication photoconductive 1R detectors arrays has

been considered. The structures were obtained by isothermal deposition of HgTe onto crystal CdTe sub-

strates or vacuum evaporated CdTe thin films.

Possibility of obtaining homogeneous, large area /10~ °*m*/ /Cd, Hg/Te layers was shown.

By means of optical absorption methods it was prowed, that lateral composition gradient
-&c- value was lower than 0,1 m=' {x = 0,26).

The relative homogenity of doping level -‘gm and one'of recombination time A\ (g valueswere bet-

ter than 50 and 80 m™' respectively (n = 102'm . r = 107 %s).

W. RUPNIEWSKI, M. WOJCIK: The method of study for the silicon epitaxial monolayers by means of
transmission electron microscope with use of Kikuchi lines map

The paper consist the Kikuchi lines map, the method of making its and the useful practical rules for anali-
sis of dislocations and stacking faults obserwed by means of transmission electron microscope for sili-
con epitaxial monolayers grown in the [111—] direction

J. BEKISZ, Z. PIETASZEWSKI: inriuence of the heat treatment conditions on the properties of NiO doped
with Li,O

The influence of concentration Li,O and the temper ature of termistors sintering Li Ni,_ O on their resis-
tivity, stability of resistance at 120°C and the temperature coefficient of resistance was investigated.
This was foud, that increase Li,0 in NiO above 1% at. Li do not have the important influence on thermis-
tor's parameters.

For the concentration Li,O from 0,02 to 1% at. Li the resistance of thermistors at 25°C from 10° to 10Q cm
and the temperature coefficient of resistance at 25°C from —4,5 to —3%/°C were obtained.

E. ZALEWSKI, J. CINAK: Czochralski growth of gadolinium-gallum garnet single crystals

GGG is used as substrate for bubble domain memories. Single crystals of this materials was pulled from
the melt by Czochralski technique. Growth was realised at the rates 4-5 mm/h and rotation 40 min. Bou-
les about 3 cm in diameter and 7 cm long was obtained.

NOWACKI J., NAROZNIAK M.: Encapsulation of hybrid circuits on glass and glass — crystal substrata

Problems connected with transfer moulding of encapsulation hybrid circuits on glass and glass — crysta!
substrata are discussed.
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Objetosci artykutow w zasadzie nie powinny przekracza¢ 10-15 stron maszynopisu.

Artykuty powinny by¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z interlinig (co
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tabeli podac tytut objasniajacy.

. Artykuty nalezy nadsytac w 4 egzemplarzach; powinny byé dotaczone do nich krotkie streszczenia

w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim (rowniez w 4 egzemplarzach}.

. Artykuty powinny w zasadzie by¢ podzielone logicznie na czesci, a w czesci koncowej winny byc

sformutowane wnioski. Tytutow rozdziatow nie nalezy podkreslac. W miare moznosci unikaé po-
dziatu artykutu na oddzielnie zatytutowane czesci.

. Rysunki powinny by¢ nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zataczone oddzielnie

w usztywnione] kopercie. Spisy rysunkow zawierajace teksty napisow pod rysunkami nalezy sporza-
dzac oddzielnie (niezaleznie od tekstu artykutow), w 4 egzemplarzach. Rysunki nalezy wykonywac na
przezroczystej kalce drukarskiej.

. Fotografie powinny by¢ ostre i wykonane na biatym btyszczacym papierze fotograficznym. Numery

fotografii i powiekszenie nalezy podawac na odwrocie — otowkiem. Numeracja nalezy objaé rysunki
i fotografie tacznie (nie stosowac¢ oddzielnej numeracji dla rysunkow i oddzielnej dla fotografii).

. Po zakonczeniu artykutu nalezy poda¢ wykaz literatury, wymieniajac kolejno nazwisko autora

i pierwsze litery imion, petny tytut dzieta lub artykutu, tytut czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce
wydania i rok, ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny byé numerowane, w teks-
cie powotania na numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. 1].

Stownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczen wielkosci we wzorach itp.
powinny byc¢ zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie Normy, Miedzynarodowy Uktad Miar (SI)
oraz z innymi obowiazujgcymi przepisami.

Maszynopis powinien by¢ bezwarunkowo przejrzany i czytetnie poprawiony przez Autora. Poprawek
na stronie nie powinno by¢ wiecej niz 5.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbednych skro-
tow, korekty stylistycznej itp.

. Fakt nadestania pracy do wydrukowania w ,,Materiatach Elektronicznych’* uwazany jest za réwnoz-
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